9 de Julio de 2013
Introduccién a la Electrénica (INEL) Curso 2012-2013

Ejercicio 1. El circuito de la figura 1 trabaja en gran sefial. Inicialmente viy vale OV y los diodos
D; y D, estan en OFF. Considere que la tensién v,y va aumentando poco a poco.

a) Explique razonadamente qué diodo, D1 6 D, empezaré a conducir antes (0,5 p)
b) ¢Para qué valor de v,y empieza a conducir el diodo D1? (1 p)
c) ¢Paraque valor de v,y empieza a conducir el diodo D,? (1 p)

R, D,
AMW—H DATOS
Ri=1kQ
t R, =2 kQ
Vin C) D, VA % R, Modelo lineal por tramos de los diodos:
- V,1 =06V
V=12V
TLITTY NOTA: Ignore los efectos capacitivos en los
diodos.
Figura 1

SOLUCION DEL EJERCICIO 1

a)
+Vr1 - +Vpg - . .
RL b1 Inicialmente v;y vale OV y D; y D, estan en OFF, es

N . ) ) - T
'VW 11 \li \liRZ decir, no circula corriente en el circuito y por tanto
D2

iy = i}; no cae tension en las resistencias. Cuando vy crezca
+ SZ+ +| pero mientras Dy y D, estan en OFF, la tension vp,
Vi C) Vb2 RZ =vgy =0, lejos de V,, por lo que D, no estara cerca

de conducir, y seré D; el primero en conducir.

b) El diodo D, empezara a conducir cuando vp; =V,; = 0,6V y conip; >0,y D2 permanecera en
OFF. Analizando el circuito en ese caso se obtiene:
ip1=irt =ir2= (Vin-Vy )((R1+R2) >0 => vy> V,; = 0,6V

¢) Analizando el circuito con las condiciones de D;en ON y D, en OFF, calculamos la tension en
D, como: Vp2 = VrRo =R, iR2 :(V|N - Vy] ) R, /( Ri+R, )

El diodo D, empezaréa a conducir cuando vp; = V,, = 1,2V

Despejando: viy =V,; (R1+R2)/Ry, +V,;=2,4 V.
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Ejercicio 2. Una determinada célula solar en ciertas condiciones de operacion, esta célula se
modela adecuadamente mediante la ecuacion analitica:
I=a—-bV8

Utilizando dicha ecuacion, se le pide calcular:

a) La corriente de cortocircuito de la célula (0,5 p)

b) La tension de circuito abierto (0,5 p)

c) La tension V=Vy y corriente I=ly en la que la célula necesita operar para entregar la

maxima potencia, y el valor de esa potencia maxima (1 p)

En el circuito de la figura 2 se muestra dicha célula solar en operacion alimentando las resistencias
Ry Yy R,.
d) Calcule el valor de la R, que hace que la célula entregue la maxima potencia calculada en el
apartado c) (si no resolvio dicho apartado, considere Vy =0,75V e Iy = 2,74 A) (0,5 p)

Sol —
\/\ DATOS
]+ a=3,2A;
vV b=13 AN
N % Ri =R, R, = 800 mQ
i i
Figura 2

SOLUCION DEL EJERCICIO 2
a) ParaVv=0,Il=Il=a=32A.
b) Paral=0:

g|d
O=a—bVS =V, = \fz=1,12v
c) LapotenciageneradaesP =1V =V(a—bV?®) =aV — bV°. Enel maximo P'(V,,) =0

a
0=a—9bV,§,=>VM=8/%=O,85V
Por tanto I, =a—bV,§,=a—b%=§a=2,84A

d)

I 1+1 R - 478 mM
— T — —_— = = =
Vu R, R, 2 Iy 1 m

Vu Ry

SiutilizaVy=0,75V e Iy = 2,74 A; R,=416 mQ
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Ejercicio 3. El transistor del circuito amplificador de la figura es de tipo pnp. Se pide:

y a) Calcular el rango de valores de la tensién continua a
EE la entrada V|, que asegura que el transistor esta
polarizado en activa directa (1 p)

b) Para la tension continua a la entrada V, = 4 V, dibujar
+ el circuito equivalente en frecuencias medias y
Vi pequefia sefial, indicando el valor del parametro de
V_ R pequefia sefal del transistor r, (0,8 p)
I
:TE — c¢) Calcular la ganancia de tension en pequefia sefial vo/v;
0,7 p)

DATOS: Vee =5V, Rg = 20 kQ; Rc = 1 kQ;
Vi=0,025 V.
BJT: Ve =0,7V, Vecsat = 0,2V; f=100; Vao—0

SOLUCION DEL EJERCICIO 3

a) El circuito de polarizacion en activa directa queda:

Para que esté en activa directa:

| ——VEE _V7E Y >0
g = =V, <V —VyE =V, <43V
B
V.. -V, -V
Vo VEC =VEE - Rcﬂ(i

RB J > VECsat =

=V, >VEE(1—%J—V7E +%VECSat =V, >334V

C C
El rango queda entonces 3,34<V,[V]<4,3

B ) . Ve VeV,
b) ConV,=4V, esta en activa directa, con |, =—————=154A
B

V . : .
Por tanto r, = I—T =167kQ, y el circuito equivalente es el siguiente:
B

Ry

_ +
+ v z‘bl, ry By Re Vo
L L L L~

c) Resolviendo:
v, =—R.fi, }: v, R.f

(Ro+r )i v =46

V2 Rg +r,

Vi
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Ejercicio 4. Los dos transistores MOSFET normalmente OFF (de acumulacion) del
circuito de la Figura 4 trabajan en saturacion (es decir, activa directa). Ambos tienen la misma
tensién umbral Vr pero diferente valor de x:

Sabiendo que la resistencia R se disefia para que la
corriente de drenador de T valgal,, =1mA, se le pide

calcular:
a) La tension Vs, confirmando que efectivamente T1
§Rf opera en saturacion (0,5 p)
b) ElvalordeR (0,5 p)
c) Lacorriente (0,8 p)
l/j’u d) El maximo valor de R_ para el que T, estd en
saturacion (0,7 p)

Im
Tl,/ T DATOS:
1 2
+ Vop =5V, |D1=1mA

Transistores MOSFET:
1 V; =1VV, >, & =1mA/V? k, =2mA/V?

Figura 4

SOLUCION DEL EJERCICIO 4

a) Si esté en activa directaV,, =V, + |-2L =2V . El transistor esté en activa directa (saturado) ya
K

que conduce (1, > 0) y tiene drenador y puerta cortocircuitados y es normalmente OFF:
VGDl =0 <VT At VDSl :Vc551 >VGSl _VT .

b) Y con una ecuacion de malla:

Voo = Ip:R+Vg; = R =M

D1

=3kQ

c) Del circuitoVg,, =V, . Si T, esta saturado:

lo=1p, = KZ(VGSZ —V; )2 = Kz(vc351 —V; )2 :%Im =2mA

1

d) La condicion de saturacion es:

Vs >Vass =V = Vpp — ;R >V, -V = R < Vop ~(Ves; =Vr) =2kO

0
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